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= (54) Tide: METHOD FOR THE PRODUCTION OF LASER- ACTIVE QUARTZ GLASS AND USE THEREOF 

== (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON LASERAKTIVEM QUARZGLAS UND VERWENDUNG DES- 
— SELBEN 



^= (57) Abstract: The invention relates to a method for the economic production of a blank for a component made from laser-active 
quartz glass in any form or dimension. The method comprises the following method steps: a) preparation of a dispersion with a 

solids content of at least 40 wt. %, comprising SiOz nanopowder and doping agents, including a cation of the rare earth metals and 

^ transition metals in a fluid, b) granulation by agitation of the dispersion, with removal of moisture to form a doped Si0 2 granulate 
^4 of spherical porous granular particles with a moisture content of less than 35 wt % and a density of at least 0.95 g/cm 3 , c) drying 
and purification of the SiOz granulate, by heating to a temperature of at least 1000 °C to form doped porous S1O2 grains with an OH 
^\ content of less than 10 ppm and d) sintering or fusing the doped Si0 2 grains in a reducing atmosphere to give the blank made from 
fO doped quartz glass. 
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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren angegeben, das die wirtschaftliche Herstellung eines Rohlings fiir ein Bauteil aus 
laseraktivem Quarzglas in beliebiger Form und Abmessurig ermoglichL Das Verfahren umfasst die folgenden Verfahrensschritte: a) 
Bereitstellen einer Dispersion mit einem Feststoffgehalt von mindestens 40 Gew.-%, die SiOj-Nanopulver sowie DoUerstoffe um- 
fassend ein Kation der Seltenerdmetalle und der ftbergangsmetalle in einer Fliissigkeit enthalt, b) Granulation durch Bewegen der 
Dispersion unter Entzug von Feuchtigkeit bis zur Bildung eines dotierten Si02-Granulats aus spharischen, porosen Granulatkornern 
mit einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 35 Gew.-% und mit einer Dichte von mindestens 0,95 g/cm 3 , c) Trocknen und Rei- 
nigen des SiOz-Granulats durch Aufheizen auf eine Temperatur von mindestens 1000 °C unter Bildung einer dotierten, porosen 
S^Komung mit einem OH-Gehalt von weniger als 10 ppm; und d) Sintern oder Erschmelzen der dotierten Si0 2 -K6rnung in einer 
reduzierend wirkenden Atmosphare unter Bildung des Rohlings aus dotiertem Quarzglas. 
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